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【初めに】 

 インジウムアンチモン（InSb）は、高いキャリア移動度のために、ホール素子、磁場セン

サ、熱画像カメラ、赤外線検出器に広く使用されている[1]。ガラス基板上に InSb 膜を作製

することは、低コストプロセスとパネル上システムとしての機能的応用の観点から有効性が

高く、ホール素子の高品質化、コスト削減が可能となる。本実験では、ガラス上 InSb 薄膜

の昇温脱離分析及び、Blue Laser Diode Annealing (BLDA)による結晶化後のホール電子移動度

の測定を行い、評価した。 

【実験及び結果】 

 真空蒸着法及びスパッタ法によりガラス上に InSb 薄膜（約 300nm）を製膜した。昇温脱

離分析装置 ESCO TDS1200II を用い、室温から 600℃まで、60℃/min の昇温レートで脱ガ

ス分析実験を行った。加熱を行った。 

 

     

 In の昇温脱離分析結果では In の蒸発が見られなかった。Sb の昇温脱離分析結果を図 1 に

示す。キャッピングなしの場合は蒸着及びスパッタまくでは 525℃付近で Sb の蒸発が見ら

れた。キャッピングを行った場合 In, Sb の蒸発が見られないので In:Sb の組成が変化してな

いと考えられる。さらに、スパッタ製膜した InSb 膜に BLDA を照射した結果、最大 1000 

[cm2/Vs]のホール移動度が得られた[図 2]。以上の結果より、BLDA 法による結晶化及びアニ

ール時にキャッピングを行うことが、InSb の感磁性素子応用に向けたパネル上高移動度ホー

ル薄膜デバイスの作製法として有効であると期待される。 
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図 2.  BLDA後ホール移動度 [2] 

 

図 1.  Sbの昇温脱離分析結果  
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